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CURRICULUM VITAE

Cognome; Epifani

- Nome: Gianmichele

Data di nascita: 08 dicembre 1977
Indirizzo: Via Tricase n®34, 73015 Porto Cesareo (Lecce)

FC: PFNGMC77T08B506K

Nazionalita: Italiana
Cellulare: +39 3470649014

e-mail: gianmichele.epifani@unisalento.it

1998/1999: Diploma di tecnico chimico-biologico presso Vistituto
Professionale per i Servizi Turistici e della Pubblicitd“A. De Pace”, (votazione
73/100.)

07/2002 - 09/2002: Prestazione d'opera occasionale neli‘ambito
delle attivita dei laboratori di nanotecnologia NNL - INFM, presso
I'Universita degli studi di LECCE - Dipartimento d' Ingegneria
deil'Innovazione, con il seguente incarico: _

¢ Manutenzione ordinaria e straordinaria “clean-room” e impiantistiche.

1172002 - 07/2004: Affidamento collaborazione coordinata e
continuativa e contratto a tempo determinato nell'ambito delie attivita
dei laboratori di nanotecnologia NNL - INFM, presso I'Universita degli -
studi di LECCE - Dipartimento d' Ingegneria dell'Innovazione, con il
seguente incarico: .

e Processi tecnologici in camera pulita e manutenzione ordinata.

07/2004-01/2010: Contratto di assunzione a tempo determinato da

tecnico di laboratorio neil'ambito delle attivita nei laboratori di

nanotecnologia NNL - INFM, presso I'Universita degli studi di LECCE -

Dipartimento d’Ingegneria dell’'Innovazione, con il seguente incarico:

» Processi tecnologici in camera pulita, gestione e manutenzione di
attrezzature di laboratorio.

27/G6/2005: Patente di Abilitazione all'impiego gas tossici (cloro e
ammoniaca) n°18662/2005.

06/12/2005:Attestato di idoneita’ tecnica per |'espletamento dell‘incarico di
“Addetto Antincendio” n°4452/05

16-17/ 07/ 2012: Attestato di partecipazione su:

- Bond Technology, installazione e utilizzo Bonder TPT ’
- Installazione e utilizzo Pull/Shear Tester XYZTec, presso Fondaz:one
IST Italiano di Tecnologia IIT Lecce

25-26/10/2012: Corso di formazione sul Sistema di Litografia Lasei- 3D
“Photonic Professional”, SN 429, presso Fondazione IST Italiano di
Tecnologia IIT Lecce.

14/11/2012: Corso di formazione teorico e pratico sul funzionamento del
sistema litografico MABBABGen3 presso, presso Fondazione IST Itallano di
Tecnologia HT Lecce.

15/11/ 2012:Tram|ng Teorico-Pratico Dektak XT Stylus Profiler presso,
presso Fondazione IST Italiano di Tecnologia IIT Lecce
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13-14/02/2013: Corsc di formazione sul funzionamento, uso e
manutenzione di una camera pulita presso, presso Fondazione IST

~Italiano di Tecnologia IIT Lecce

26/06/2013:Attestato di idoneita’ tecnica per I'espletamento dell’incarico di
“Addetto Antincendio” n°17526/13

02/2010- OGGI: Contratto a tempo indeterminato da tecnico di laboratorio
presso NNL, Istituto Nanoscienze-CNR.

Le attivita svolte in questi anni si possono suddividere in attivita di gestione
di laboratorio e attivita di sviluppo e supporto tecnologico. Le prime hanno
riguardato le seguenti attivita:

« Responsabile tecnico camera pulita con manutenzione;

e Gestione e manutenzione di attrezzature da laboratorio;

o Gestione dello smaltimento dei rifiuti chimici solidi -liquidi e gassosi;

o Gestione degli acquisti di prodotti chimici organici, inorganici e utensili da
camera pulita;

» Aggiornamenti e gestione dell'inventario dei materiali di consumo;

s Attivita di tutoraggio a laureandi e dottorandi, istruzione comportamentale -
su regole da rispettare in laboratorio e sicurezza;

L’ attivita tecnica invece, & focalizzata sullo sviluppo di processi tecnologici
applicati a materiali semiconduttori tra cui il silicio, i composti III-V e III-N, e
possono essere riassunte nelle seguenti linee principali:

¢ Realizzazioni diodi iaser a emissione laterale su etero strutture
InGaAs/GaAs a punti quantici;

e Realizzazioni di strutture a cristallo fotonico basato su GaAs e Si;

o Realizzazioni di transistori ad alta mobilita elettronica basati su strutture di
GaN; '

e Realizzazioni di foto rivelatori nell'ultravioletto basati su strutture GaN;

o Realizzazioni di dispositivi micro-elettromeccanici su strutture basate su
materiali GaAs, GaN e AIN;

Le attivita elencate sopra hanno comportato 'acquisizione e lo sviluppo delle
seguenti tecniche per la realizzazione di tecnologia su scala nanometrica e
micrometrica in camera pulita:

» Tecniche di deposizione di diversi polimeri per litografia ottica e a fasc:o
elettronico ad alta risoluzione (<10); :

* Tecniche di litcgrafia ottica tramite bromografo e mask aligner (MAG
B13), (MABBAB)Gen3

s Attacco chimico mediante ioni reattivi (RIE) JONVAC per il trasferimento di
geometrie in materiali dielettrici (Si0,,Tio;,SisNy) utilizzando plasmi basati
sul gas CFg;

+ Attacco chimico mediante ioni reattivi (RIE) NEXTRAL per il trasferimento
di geometrie in, eterostrutture GaAs/AlGaAs utilizzando plasmi basati sul
gas SiCly;

« Attacco chimico mediante plasma accoppiato induttivamente (ICP-DEEP
RIE) STS per il trasferimento di geometrie e per ottenere attacchi molto
profondi in etero strutture, GaAs/AIGaAs, GaN/AlGaN, utilizzando miscele
di gas SiCla/Ara/Hes/N,; ' -

» Attacco chimico mediante plasma accoppiato induttivamente (ICP~AQOE-
DEEP RIE) STS per il trasferimento di geometrie e per ottenere attacchi
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moito profondi in ossidi e polimeri utilizzando miscele di gas CF4,C4Fg,CoFe;
» Attacco chimico mediante plasma accoppiato induttivamente (PlasmaPro-
Estrelas) OXOFORD per il trasferimento di geometrie e per ottenere
attacchi molito profondi in ossidi e polimeri utilizzando miscele di gas
SFg,CsFg,CoFs;
e Tecnica di deposizicne di film metallici mediante elettrodeposmone
(BANCO GALVANICO);
Tecnica di evaporazione di film metallici tramite evaporatore termico;
Tecnica di evaporazione di ossidi e materiali magnetici mediante
evaporatore a fascio elettronico; _
e Tecnica di wafer bonding mediante il sistema ANODIC-BONDER;

Utilizzo di sistemi per le caratterizzazioni morfologiche di strutture
nancmetriche e micrometriche:

+ Microscopio a forza atomica Digital AFM;
» Microscopio scansione elettronica (SEM) ad alta risoluzione (nano-FEI);
s Profilometro KLA Tencor.

Brevetto Ttaliano n. TO2010A000748 del 13/09/2010: Qualtieri Antonio, Rizzi

Franceso, De Vittorio Massimo, Passaseo Adriana, Todaro Maria Teresa,
Epifani Gianmichele, “Dispositivo Microelettromeccanico Elettro-Attivo e
Relativo Procedimento di Rivelazione” sottomesso.

1. Francesco Rizzi; Antonio Qualtieri; Lily D. Chamber; G. Epifani,
William M. Megill; Massimo De Vittorio - “Stress-driven artificial hair
cell for flow sensing”, Chapter in “Flow Sensing in Air and Water -
Behavioural, Neural and Engineering Principles of Operation”, edited by
Horst Bleckmann, Joachim Mogdans, Shery! L. Coombs, Springer-
Verlag GmbH (2014), pp 499-519.

2. Antonio Qualtieri; Francesco Rizzi; Gianmichele Epifani; Andres
Ernits; Maarja Kruusmaa; Massimo De Vittorio -“Parylene-coated
bioinspired artificial hair cell for liquid flow sensing”, Microelectronic
Engineering 98 (2012), 516-518.

3. Qualtieri, A., Pisanello, F., Grande, M., Stomeo, T., Martiradonna,
L., Epifani, G., Fiore, A . Passaseo, A., and De Vittorio, M.,
(2010b) Emission control of colloidal nanocrystals embedded in
Si3N4 photonic crystal H1 nanocavities. Microelectronic
Engineering 87, 1435-1438

4. Todaro, M. T., Sileo, L., Epifani, G., Tasco, V., Cingolani, R., De
Vittorio, M., and Passaseo, A. (2010).A fully integrated GaAs- -
based three-axis Hall magnetic sensor exploiting self-positioned
strain released structures J. Micromech. Microeng. 20, 105013-
105018;

5. Altamura, D., Pomarico, A., Epifani, G., Ingrosso, 1., Todaro, M.
T., Tasco, V., De Vittorio, M and Passaseo, A. Fabrlcatron of BAW
Resonators Based on Plezoelectréc AIN and Reflector-
onMembrane Structure. Ferroelectrics 389, 32-40(2009).

6. S.Petroni, G.Tripoli, C.Combi, B.Vigna, M.De Vittorio, M.T. Todaro,
G.Epifani, R.Cingolani, and A. Passaseo,"Noise Reduction in GaN-
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based Radio Frequency Surface AcousticWave Filtres” Physics '
Letters, v 85, n 6, Aug 9, 2004, p 1039-1041

7. Petroni; Tripoli.G; Combi.C; Vigna.B; Devittorio.M; Todaro.M.T;
Epifani.G; Cingolani.R; Passaseo.A; GaN-based surface acoustic
wave filters for wireless communications Source: Superlattices
and Microstructures, v 36, n 4-6, 2004, p 825-831

8. T. Stomeo, G. Epifani ,V. Tasco,, I. Tarantini, A. Campa, M. De
Vittorio and A. Passaseo M. Braccini, M.C. Larciprete, C. Sibilia,
F.A. Bovino, “Fabrication of GaN/AIGaN 1D photonic crystals
designed for nonlinear optical applications” Proceedings of SPIE
Vol. 7713, 771316, 2010

9. Tasco, 1. Tarantini, A. Campa, A. Massaro, T. Stomeo, G. Epifani
and A. Passaseo M. Braccini, M.C. Larciprete, C, Sibilia, F.A.
Bovino, "GaN/AlGaN microcavities for enhancement of non linear
optical effects” Proceedings of SPIE Vol. 7713, 77131Q, 2010

Madre Lingué: Italiana

Altre lingue: Inglese

IL sottoscritto Sig.Epifani Gianmicheie ai sensi dell’articolo 76 del DPR
445/2000 consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni
mendaci dichiara sotto Ia propria personale responsabilitd che quanto su
affermato corrisponde a verita e si obbliga a comprovario mediante
prestazione dei documenti a richiesta del’Amministrazione.
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IL sottoscritto Sig. Epifani Gianmichele autorizza il trattamento dei dati
personali secondo il D.Lgs.196/2003



